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赤外線天文衛星ASTRO-F搭載遠赤外サーベイヤー FISに用いられる極低温読み出し回路の、宇宙放射線環境
における特性変化の可能性について、実験的な評価を行っている。単体MOSFETに対するガンマ線照射試験結
果は、2002年秋季年会で発表した (W07b)。
今回は、ガンマ線照射対象を電荷積分型読み出し回路 (CTIA方式)とし、単体MOSFETの時と同様に、名古
屋大学のコバルト 60照射室で実施した。液体ヘリウム温度で積分動作をさせた状態でガンマ線を照射し、電源電
圧を固定したまま出力波形の変化を観測した。入力の電流源としては、100Gohm程度の固定抵抗を用いた。総吸
収線量はおよそ 6kradであった。
この測定の結果、ガンマ線照射時も積分動作をしていると考えられる出力波形が観測された。ただし、非照射
時とは傾きが異なることが明らかになった。また、照射終了後は、照射前とほぼ同様の積分波形を示すことがわ
かった。ただし、これを照射前の波形に一致させるためには、数mV程度の電源電圧の調整を必要とすることも
判明した。この結果は、単体MOSFETで観測されたしきい値移動量から説明可能であり、かつ軌道上で調整可
能な範囲であると結論できる。
以上の結果から、読み出し回路のガンマ線に対する影響は、回路動作として問題ない程度であることが確認で
きた。今後、プロトン照射試験も計画されており、その結果も合わせて紹介する予定である。


